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一、 目的 

此次前往日本兵庫縣 SPring-8 之光束線 SP12B1 以及 12U1

進行實驗，針對電觸媒材料於該優異的光源設施與 CCD 偵測器

並搭配臨場(in-situ)實驗裝置，觀察其施壓電位反應過程之臨場實

驗變化。實驗過程中，透過 X 光吸收光譜探討樣品於邊緣及近邊

緣之變化，並希望藉由本實驗瞭解在電觸媒材料於電子結構上的

變化。 

二、 行程 

台灣新竹→台灣桃園國際機場→日本關西國際機場→日本新大

阪→日本相生→日本 SPring-8 

日本相生→日本新大阪→日本關西國際機場→台灣桃園國際機

場→台灣新竹 

三、 內容摘要 

 11 月 21 日 (一)：自台灣新竹搭乘同輻合作之機場接送車前

往台灣桃園國際機場，於當日早上八點半搭飛機前往日本關

西國際機場，抵達關西機場之後，再經由大眾運輸工具抵達

兵庫縣 SPring-8，於當日晚上辦完住宿登記之後，並開始著手

相關實驗事宜。 

 11 月 22 日 (二)：進行非臨場電化學下的 XAS 量測，以決定



臨場實驗用的樣品，量測不同合成參數系列的單原子觸媒材

料以找出合成參數對單原子觸媒結構變化的趨勢。 

 11 月 23 日 (三)：分析好 XAS 固態數據趨勢後，接著分工合

作將樣品製作於碳布上以及架設臨場電化學槽，首先紀錄樣

品(碳布上)於不額外施加任何條件的 X 光吸收光譜(XAS)數

據，再量測加入電解液至樣品座中浸潤電極試片後以及施加

不同負電位條件下的數據。 

 11 月 24 日 (四)：繼續完成臨場電化學下的 XAS 量測。實驗

完成後，整理這幾天的實驗數據，並著手將實驗站設備歸位，

準備明日移動至 12U1 實驗站。 

 11 月 25 日 (五)：由 SP12U1 實驗站經理 Hiraoka Nozomu 以

及 Ishii Hirofumi 協助光束線調整校正至鈷 K 邊緣的能量範

圍，量測樣品的近邊緣數據，接著架設臨場電化學槽紀錄樣

品(碳布上)於不額外施加任何條件的 X 光吸收光譜(XAS)數

據，再量測加入電解液至樣品座中浸潤電極試片後以及施加

不同負電位條件下的數據。 

 11 月 26 日 (六)：繼續完成臨場電化學下的 XAS 量測，量測

完負電位條件後，重複一樣的過程量測正電位情況下的數據。 

 11 月 27 日 (日)：光束線調整校正至銅 K 邊緣後，繼續一樣



的過程，量測正負電位條件下的數據。 

 11 月 28 日 (一)：實驗進行到上午 10 點截止，回宿舍整理行

李，再經由大眾運輸工具，抵達關西機場之後，搭機返台。 

四、 心得概述與建議 

 臨場實驗的裝置，如圖一，使用了重新設計的 in-situ cell，相

較於以往更容易架設，但因為 SPring-8 光強度非常高使得在

做 in-situ 實驗時，in-situ cell 的 Kapton 窗口會被光燒穿導致

溶液滲出，Kapton 窗口必須設計得更厚以避免溶液滲出。另

外，透過 SPring-8 之 SP12B1 的實驗機會，具備光點小、高強

度、高亮度…等優點，有助於在溶液中進行的臨場實驗，可以

提升數據品質的收集，SP12U1 則提供了我們吸收邊緣的高解

析度數據，有助於我們分析樣品的電子結構變化。此次 in-situ

實驗取到了品質非常好的 data，有助於解開電化學反應機制。 

  
 

圖(一)、臨場試驗反應裝置圖 


